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発明の内容（概要）

【課題】基板に形成された孔内への金属材料の析出性を向上させる。

【解決手段】本発明の一実施形態として、第１の面と第２の面とを有し、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する貫通孔又
は前記第２の面に有底孔が形成された基板を準備し、前記基板にシード層を配置し、前記シード層が形成された前記基板を
めっき液に接触させた状態で前記シード層に給電する電解めっき法を行うことにより、前記貫通孔又は有底孔内に金属材料を
充填することを含み、前記めっき液は、析出すべき金属のイオンとスズのイオンとを含むこと特徴とする、インターポーザー
基板の製造方法を提供する。

本発明は、特に、半導体チップを貫通して電極を裏面に引き出す３次元実装デバイス、Ｓｉインターポーザー又はＭＥＭＳデ
バイスの引き出し電極等に用いられるインターポーザー基板の製造方法に関する。

実施形態に係るインターポーザー基板の構成を説明する図

インターポーザー基板１００は、基板１０２の表面と裏面とを貫通す
る貫通孔１０４が形成されている。貫通孔１０４は、導通部１０６を
備える。導通部１０６には、金属材料が充填されている。また、必要
に応じて、基板１０２の表裏及び貫通孔１０４の表面に形成された絶
縁層１０８を備えていてもよい。
基板１０２には、１または複数個の貫通孔１０４が配置されている。
導通部１０６は、金属材料を含む。金属材料は、典型的には例えば銅
（Ｃｕ）を含む。銅を用いることで、高い導通性を確保しつつイン
ターポーザー基板の製造コストを低減できる。
絶縁層１０８の材料は、所望の絶縁性を発現できれば特に制限はない。


